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固態物理(Solid State Physics)是固態電子元件發展的基磐學理，不論是半

電路產業或光電產業皆是建築在固態物理應用之上。固態物理本身有一個理

假說，“電子是在一完美且無盡的週期性晶格裡運動，因而產生了材料本身

子能帶結構”，我們所應用的電子光電現象，即源於此能帶結構 (Ene
Structure)。然而，奈米科技的興起，人維奈米尺寸材料結構的操控技巧，使

面對奈米尺寸的環境束縛或影響，進而產生新的電子能階或電子能帶；基於

奈米固態物理應用也因此展開。 
  
在半導體積體電路製造技術中，130 奈米的製程已是成熟的量產技術，

90 奈米向 65 奈米製程技術挺進，然而就 65 奈米尺寸的積體電路技術而言，

構在固態物理應用的現象範疇裡，尚未真正面臨新奈米尺寸量子現象的挑戰

再繼續縮小元件特徵尺度(＜45 奈米)，新的奈米量子現象將是必須面對的課

  
近 25 年來，奈米尺寸下的量子功能元件(Quantum Functional Devices)

美、日、歐各國在電子元件前瞻技術的研發重點。超晶格元件(Super-lattice D
量子點(Quantum Dots)、量子線(Quantum Wires)、單電子元件(Single-electron
是四個熱門主題，在應用上更希望能與半導體積體電路的成熟製程相結合，

本即將單電子元件與 CMOS相結合而開發出亂數產生源(Random Number Ge
  
在過去，奈米量子元件的研發工具主要是分子束磊晶(MBE)的技術或是

的蝕刻技術(1,2) ，這些皆需昂貴的設備投資與高額的製程成本。目前工研院
法開發出“自組成奈米介面量子井結構＂、“三維奈米複合結構＂的操控技

可運用在量子穿隧二極體、量子穿隧電晶體、微波開關、紅外線/遠紅外線感
保護…等主動/被動電子元件的應用，這將是另一奈米固態物理應用的”民生消
術。 
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